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Annotatsiya: Ushbu maqola yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlari va ularning

zamonaviy elektron qurilmalardagi rolini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda yarim
o‘tkazgichlarning elektron strukturasini va dopantlar ta’sirini tahlil qilish, interfeyslar orqali
elektronlarning harakati va yangi materiallarning optik va fotonika sohasidagi imkoniyatlarini
ko‘rib chigish maqgsad qilingan. Maqola metodologiyasi sifatida nazariy va eksperimental
usullar, shu jumladan kompyuter simulyatsiyalari va laboratoriya sinovlari qo‘llanilgan.
Tadqgiqot natijalari dopantlar yordamida yarim o‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligi
boshqarilishini, interfeyslarda elektronlarning harakati va nanostrukturalarda yangi
texnologiyalar yaratish imkoniyatlarini ochib berdi. Ushbu ilmiy ish yarim o‘tkazgich
materiallarining yanada samarali ishlashini ta’minlash va yangi elektron qurilmalarini yaratish
uchun asos bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Yarim o‘tkazgichlar, elektron xususiyatlari, dopantlar, interfeyslardagi
elektron harakati, nanoqurilmalar, fotonika, optik xususiyatlar, elektron qurilmalar,
nanostrukturalar, simulyatsiyalar, laboratoriya sinovlari.

Abstract

This paper is dedicated to studying the electronic properties of semiconductors and their
role in modern electronic devices. The research focuses on analyzing the electronic structure
of semiconductors, the influence of dopants, electron movement through interfaces, and the
potential applications of these materials in optics and photonics. The methodology includes
both theoretical and experimental approaches, such as computational simulations and
laboratory measurements. The results highlight the ability to control semiconductor
conductivity through dopants, the manipulation of electron movement at interfaces, and the
opportunities for creating new technologies in nanostructures. This work provides a
foundation for improving the performance of semiconductor materials and for the
development of novel electronic devices.
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AHHOTaAMs

Hactosimas  cTraThsd  NOCBSLIEHAa  MCCAEJOBAHUIO  3JIEKTPOHHBIX  CBOWCTB
MOJIYIPOBOJHUKOB U HX POJIM B COBPEMEHHBIX 3JIEKTPOHHBIX YCTpoicTBax. B pab6oTte
paccMaTpUBAETCS aHAJIU3 3JIEKTPOHHOUN CTPYKTYPHI MOJIYIPOBOAHUKOB, BJUSIHHE IPHUMecen
(momaHTOB), [ABM)KEHHE 3JIEKTPOHOB uepe3 HHTepdeichl, a TakKXKe IMOTEHIMANT ITHUX
MaTepuasioB B ONTHKe U PoTOHUKe. MeTol0JIOrMsl BKJIOYAET KaK TeOpeTHYecKHe, Tak U
3KCNepUMeHTaIbHbIe OAXO0/bl, TAKHE KAaK BbIYUCIUTEbHbIE CUMYJISILIUU U JJA6OpaTOPHbIE
u3MepeHus. Pe3yabTaTbl HCCIeIOBAaHUS TMOAYEPKHUBAIOT BO3MOXXHOCTb  KOHTPOJIS
IPOBOJUMOCTH TOJIYIPOBOJHUKOB C TMOMOIIbI0 JOMAHTOB, YyIpaBJieHHe [ABH)KEHUEM
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3JIEKTPOHOB Ha UHTepdelcax U BO3MOXHOCTH CO3/IaHHUS HOBBIX TEXHOJIOTHH Ha OCHOBe
HAHOCTPYKTyp. PaboTa  CayXUT  OCHOBOW  JJis  MOBbIIEHUS  3PPEKTUBHOCTHU
HOJIYTIPOBOJHUKOBBIX MaTepHaJIOB U pa3pab0TKU HOBBIX 3JIEKTPOHHbBIX yCTPOUCTB.

KirwoyeBble caoBa: [losynpoBOJHUKY, 3JIeKTPOHHbIE CBOMCTBA, JONAHTHI, ABUXKEHHE
3JIEKTPOHOB Ha UWHTepdeiicaX, HAHOCTPYKTypbl, QOTOHMKA, ONTHUYECKUE CBOMCTBA,
3JIEKTPOHHbIE YCTPOUCTBA, CUMYJIALIMH, 1aO0PATOPHbIE SKCIIEPUMEHTHI.

Kirish

Yarim o‘tkazgich materiallari, zamonaviy elektronika va mikrosxemalar uchun muhim
asos hisoblanadi. Ular, yuqori o‘tkazuvchanlik va past o‘tkazuvchanlik oralig‘idagi elektron
xususiyatlari bilan farglanadi. Bunday materiallar, ozgaruvchan elektr maydonlari ta’sirida
o‘zining elektr o‘tkazuvchanligini boshqarishga qodir, bu esa ularni elektron qurilmalarda
asosiy elementlarga aylantiradi. Yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlari, ularga
o‘zgartirilgan energiya darajalari, tashqi maydonlar va tematik strukturalar yordamida qulay
boshgarish imkonini beradi.

Ushbu magqolada yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlari va ularning turli
qurilmalardagi roli muhokama qilinadi. Xususan, nurlanish ta’siri, dopant qo‘shish va yarim
o‘tkazgichlarning interfeyslari orqali elektronlarning harakati o‘rganiladi.

Adabiyotlar sharhi

Yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlari va ularning qurilmalarda qo‘llanishi
bo‘yicha o‘zbek olimlari tomonidan olib borilgan bir qator tadgiqotlar mavjud. Isroilov va
Qodirov (2005) tomonidan olib borilgan tadqgiqotda yarim o‘tkazgichlarning dopantlar bilan
o‘zaro ta’siri va bu jarayonlarning materiallarning o‘tkazuvchanlik xususiyatlariga ta’siri
o‘rganilgan. Tadqiqotda, dopantlar qo‘shilgan yarim o‘tkazgichlarning elektron strukturasidagi
o‘zgarishlar va o‘tkazuvchanlikni boshqarish mumkinligi ko‘rsatilgan.

Karimov va Rasulov (2010) tomonidan yarim o‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligini
boshgarish usullari, aynigsa, dopantlar yordamida qanday qilib yarim o‘tkazgichlarning
elektron xususiyatlarini o‘zgartirish mumkinligi o‘rganilgan. Ularning ishida, silikon va galliy
arsenid kabi materiallar misolida dopantlar yordamida materialning elektr qarshiligi va
o‘tkazuvchanligini optimallashtirishning nazariy asoslari ko‘rsatilgan.!

Abduqodirov va Muxtorov (2017) esa yarim o‘tkazgichlar interfeyslari orqali
elektronlarning harakati va ularning tashqi maydonlar bilan o‘zaro ta’sirini tahlil qilishdi.
Ularning ishida interfeys fazasidagi elektron harakatining xususiyatlari, interfeyslarda
elektronlar va teshiklarning tezligi va yo‘nalishi dopantlar darajasi va tashqi maydonlar
ta’sirida qanday o‘zgarishini ko‘rsatgan.?2

Yusupov va Tursunov (2012) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda yarim o‘tkazgichlarning
optik xususiyatlari, xususan, nanostrukturalarda ularga qo‘llanilishi o‘rganilgan. Tadgiqotda
nanomateriallar yordamida yarim o‘tkazgichlarning fotonika sohasidagi imkoniyatlari
kengaytirilgan va bu texnologiyalarni yaratishda yangi imkoniyatlar ochilgan.3

! Karimov, Sh. T., & Rasulov, A. M. (2010). Yarim o ‘tkazgich materiallarining o ‘tkazuvchanligini boshqarish.
O‘zbekiston fizika jurnali, 20(4), 115-120.

2 Abdugodirov, A. M., & Muxtorov, S. (2017). Yarim o ‘tkazgichlarning interfeyslari va elektron harakatining o ‘zgarishi.
Elektronika va energiya, 15(3), 42-47.

% Yusupov, B. T., & Tursunov, M. A. (2012). Nanostrukturalarda yarim o ‘tkazgichlar va ularning optik xususiyatlari.
Nanotexnologiyalar va materialshunoslik, 8(1), 68-73.
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Tillaev va Jumaev (2015) yarim o‘tkazgichlarning fotonika sohasidagi qo‘llanilishi va
ularning optik xususiyatlarini tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari yarim o‘tkazgichlarning optik
qurilmalarda, xususan, lazerlar va fotodetektorlar ishlab chiqarishda qanday ishlatilishini
ko‘rsatadi. Shuningdek, ular fotonlar va elektronlarning o‘zaro ta’siri haqida muhim
ma’lumotlar taqdim etgan.*

Asqarov va Azimov (2018) tomonidan o‘tkazilgan ishlar esa yarim o‘tkazgich
materiallarida elektron struktura va dopantlar ta’sirining yanada chuqurroq tahlilini 0z ichiga
oladi. Tadqgiqotchilar, dopantlar qo‘shilgan yarim o‘tkazgichlar materiallarining elektron
holatlarini modellashtirib, bu materiallar orqgali yuqori samarali qurilmalar ishlab chiqish
imkoniyatlarini ko‘rsatgan.®

Shamsiev va Kamilov (2009) esa yarim o‘tkazgichlar va nanoelektronika sohasidagi yangi
texnologiyalarni ishlab chigishda yarim o‘tkazgichlarning imkoniyatlarini o‘rgangan. Ularning
ishlari, nanoelektronika va nanomateriallar asosida yarim o‘tkazgichlarning ishlash
samaradorligini oshirishga yordam beradigan yangi yondashuvlarni taqdim etadi.®

Yuqoridagi tadgiqotlar yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlarini boshqarish,
dopantlar ta’sirini o‘rganish va interfeyslar orqali elektronlarning harakati haqida keng va
chuqur ma’lumotlar tagdim etadi. O‘zbek olimlarining ishlari, yarim o‘tkazgichlar sohasidagi
yangi texnologiyalarni yaratishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Metodologiya

Metodologiya ushbu tadqgiqotda yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlarini va
ularning qurilmalarda qo‘llanishini chuqur o‘rganish uchun bir nechta asosiy usullarni o‘z
ichiga oladi. Birinchi navbatda, nazariy tahlil wusulidan foydalaniladi, ya'ni yarim
o‘tkazgichlarning elektron holatlari va energiya diapazonlarini aniglash uchun kvant mexanika
asosida modellar quriladi. Bu modellar yarim o‘tkazgichlarda elektronlarning harakati va
ularning tashqi maydonlar bilan o‘zaro ta’sirini batafsil tushunishga imkon beradi. Bundan
tashqgari, dopantlar ta’sirini o‘rganish uchun, yarim o‘tkazgich materiallariga qo‘shilgan
elementlarning elektron strukturasini o‘rganish uchun kompyuter simulyatsiyalari va
eksperimental o‘lchovlar qo‘llanadi. Eksperimental tadqiqotlar esa yarim o‘tkazgichlarning
xususiyatlarini aniqlash uchun laboratoriya sinovlarida o‘tkaziladi. Bu sinovlar, materiallarning
o‘tkazuvchanlik, garshilik, va boshqa mexanik xususiyatlarini o‘lchashni oz ichiga oladi.
Shuningdek, interfeyslar orqali elektronlarning harakati va energiya o‘tish jarayonlarini tahlil
qilish uchun analitik va eksperimental metodlar birgalikda ishlatiladi. Tadqiqotda, yarim
o‘tkazgichlarning fotonika va nanoelektronika sohalaridagi qo‘llanilishi ham sinovdan
o‘tkazilib, yangi materiallar va texnologiyalar haqida fikrlar bildiriladi. Magsad - yarim
o‘tkazgichlarning elektron o‘tkazuvchanligini boshqarish, ularning yangi qurilmalarda
qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirishdir.

Natijalar

4 Tillaev, T. A., & Jumaev, J. K. (2015). Yarim o ‘tkazgichlarning fotonika sohasida qo ‘llanilishi. O‘zbekiston fanlar
akademiyasining ilmiy ma’ruzalar to‘plami, 22(6), 112-118.

° Asqarov, F. B., & Azimov, D. K. (2018). Yarim o ‘tkazgich materiallarida elektron struktura va dopantlar ta siri. llmiy
jurnallar va ilmiy ishlanmalar, 33(4), 101-108.

& Shamsiev, R. T., & Kamilov, K. T. (2009). Yarim o ‘tkazgichlar va nanoelektronika. O‘zbekiston matematika va fizika
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Tadgiqot natijalari yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlari va ularning turli
qurilmalardagi rolini yanada chuqurroq tushunishga imkon berdi. Dopantlar qo‘shish orqali
yarim o‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligini sezilarli darajada boshqarish mumkinligi aniqlandi.
Eksperimental tahlillar natijasida, silikon va galliy arsenid kabi yarim o‘tkazgichlarda dopantlar
darajasi o‘zgarganda, materiallarning elektr qarshiligi va o'tkazuvchanligi o‘zgarishi kuzatildi.
Masalan, n-turi yarim o‘tkazgichlarida fosfor qo‘shilishi bilan o‘tkazuvchanlik oshgani, p-turi
yarim o‘tkazgichlarda esa bor qo‘shish orqali pastroq o‘tkazuvchanlikka erishilgani aniglangan.
Shuningdek, interfeyslar va nanoqurilmalar orqali elektronlar harakatining boshqarilishi,
nanostrukturalarda yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Interfeyslarda
elektronlarning tezligi va yo‘nalishi, dopantlar va tashqi maydonlarning ta’siriga bog'liq
ravishda o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Fotonika sohasida yarim o‘tkazgichlarning qo‘llanishi ham
samarali bo'‘lib, lazerlar va fotodetektorlar kabi qurilmalarda ularga asoslangan yangi
texnologiyalarni yaratish imkoniyatlari ochildi. Bularning barchasi yarim o‘tkazgichlarning
elektron o‘tkazuvchanligini boshqarish va yangi qurilmalar yaratish uchun keng imkoniyatlar
yaratmogqda.

Muhokama

Tadgiqot natijalari yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlarini boshqarish va ularni
turli qurilmalarda qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi yo‘llarni ochdi. Dopantlar
ta'siri yarim o‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligini sezilarli darajada o‘zgartirishga imkon
beradi, bu esa ularning ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, yarim
o‘tkazgichlar interfeyslari va nanostrukturalar orqali elektronlar harakati boshgqarilishi
mumkinligi ko‘rsatildi. Bu, mikroelektronika va nanoelektronika sohalaridagi yangi
texnologiyalarni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqgiqotlar shuni ko‘rsatadiki,
yarim o‘tkazgichlarning optik va fotonika sohasidagi qo‘llanishi ham o‘sib bormoqda, bu esa
yangi qurilma va tizimlarning samaradorligini yanada oshirishga imkon beradi. Shuningdek,
yarim o‘tkazgichlarning interfeyslardagi elektron harakati va energiya o‘tish jarayonlari haqida
olingan bilimlar, nanomateriallar va yangi qurilmalar ishlab chigishda zarur bo‘ladi. Yangi
materiallar va texnologiyalarni yaratish, yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlarini
yanada takomillashtirish uchun katta imkoniyatlar ochadi.

Xulosa

Yarim o‘tkazgichlar elektron qurilmalarining asosiy tarkibiy qismlari sifatida juda katta
ahamiyatga ega. Ularning elektron xususiyatlari, dopantlar ta’siri, interfeyslar va fotonika
sohasidagi qo‘llanilishi sohalarida o‘tkazilgan tadqiqotlar, yarim o‘tkazgichlarning yuqori
samarali ishlashini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Yarim o‘tkazgichlarning
o‘tkazuvchanligini boshqarish, yangi texnologiyalarni yaratish va ularni o‘zgartirish orqali
zamonaviy elektron qurilmalarining ishlashini yanada samarali qilish mumkin.

Kelayotgan tadqiqotlar, yarim o‘tkazgichlarning yangi materiallari va interfeys
xususiyatlarini chuqur o‘rganish orqali, yanada yuqori samaradorlikka ega qurilmalar
yaratishga imkon yaratadi. Bu esa, nafaqat mikroelektronika, balki fotonika va nanoteknologiya
kabi sohalarda ham yangi yutuglarga erishilishiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar, References, J/lutepaTypsbi:
1. Isroilov, M. A., & Qodirov, D. K. (2005). Yarim o‘tkazgichlarning elektron xususiyatlari va




INNOVATIVE «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli
ACADSNMY ilmiy-amaliy konferensiya

ularning dopantlar bilan o‘zaro ta’siri. Fizika va texnika masalalari, 7(2), 56-63.

2. Karimov, Sh. T, & Rasulov, A. M. (2010). Yarim o‘tkazgich materiallarining
o‘tkazuvchanligini boshqarish. O‘zbekiston fizika jurnali, 20(4), 115-120.

3. Abduqodirov, A. M., & Muxtorov, S. (2017). Yarim o‘tkazgichlarning interfeyslari va
elektron harakatining o‘zgarishi. Elektronika va energiya, 15(3), 42-47.

4.  Yusupov, B. T., & Tursunov, M. A. (2012). Nanostrukturalarda yarim o‘tkazgichlar va
ularning optik xususiyatlari. Nanotexnologiyalar va materialshunoslik, 8(1), 68-73.

5. Tillaev, T. A, & Jumaev, J. K. (2015). Yarim o‘tkazgichlarning fotonika sohasida qollanilishi.
O‘zbekiston fanlar akademiyasining ilmiy ma’ruzalar to‘plami, 22(6), 112-118.

6. Asqarov, F. B, & Azimov, D. K. (2018). Yarim o‘tkazgich materiallarida elektron struktura
va dopantlar ta’siri. llmiy jurnallar va ilmiy ishlanmalar, 33(4), 101-108.

7. Shamsiev, R. T.,, & Kamilov, K. T. (2009). Yarim o‘tkazgichlar va nanoelektronika.
O‘zbekiston matematika va fizika jurnali, 25(1), 54-61.




